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Sugestao 1.1 Configuracdes compostas (Amplificadores de dois estagios em cascata):

Para os circuitos amplificadores de dois estagios mostrados abaixo, na porta de
entrada (cuja tensao é vi) é conectada uma fonte de tensao ca (de tensdo em aberto
Vsig € resisténcia interna Rsjg) € na porta de saida (cuja tenséo é v,) é conectada uma

carga resistiva (Ry).

ganho de tensédo completo Gy(Ri,Rsig)=Vo/Vsig-

Assumindo valida a andlise para pequenos sinais, pede-se 0

Dica: Primeiro, obter o ganho de tensdo completo G,(R.,Rsig) do circuito equivalente
contendo 6 parametros: Avol, Avo2, Rin1, Rin2, Rol e Ro2. Segundo, obter os
valores dos parametros Avo1, Avo2, Rin1, Rin2, Ro1 e Ro2 por meio de andlises em
circuitos simplificados, contendo apenas 1 transistor.
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Sugestio 1.2 Espelho de corrente:

Para os circuitos espelhos de corrente mostrados abaixo, assumindo que todos os
transistores operem no modo amplificador (ou seja, BJT em modo ativo e MOSFET em
modo saturacio), pede-se:

a) Através de uma analise para grandes sinais, obter a relacao lo/Iger.
b) Assumindo valida a analise para pequenos sinais, calcular a resisténcia de saida,
ro, do circuito espelho de corrente.
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Sugestao 1.3 Amplificador diferencial:

Para os circuitos amplificadores diferenciais mostrados abaixo, assumindo vélida a analise para
pequenos sinais, pede-se:

a) Obter o ganho de tensao diferencial (Ag=vo/Vig). (Dica: a aproximagdo de meio circuito
diferencial é valida)

b) Obter o ganho de tensdo de modo comum (Agm=Vo/Vicm). (Dica: a aproximagdo de meio
circuito de modo comum é valida)

c) Obter a resisténcia de entrada diferencial (Rig). (Dica: a aproximagéao de meio circuito
diferencial é valida)

d) Obter a resisténcia de entrada de modo comum (R;¢m)- (Dica: a aproximagao de meio circuito
de modo comum é valida)

e) Obter a resisténcia de saida (R,)-
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Sugestao 1.4. Estagios de saida (com BJT)

Para o estagio amplificador de saida em Classe A, mostrado na Fig. 16, aplica-se uma
fonte de tensdo na entrada (v|) de tal forma a: (I) garantir a operacao do transistor
sempre no modo ativo (nesse caso, assumir validas, para o transistor, as equacgdes:
vee=0,7V e ic=Big); (II) produzir uma tensao de saida senoidal vo=Vo.sen(wt), onde Vo
é o valor de pico. Considerando que I=(Vce-vee®®)/Ry, vee®®=0,2V e que o valor de pico
da tensao de saida é ajustavel (pode-se mostrar que o transistor permanece no modo
ativo se 0< Vo < (Vee-vee™ )V), pede-se:

a) Obter as formas de onda para ve(t), ic(t), io(t), vi(t) € poiss=Vce(t).ic(t).

b) Obter uma expressao para o rendimento médio n(Vo)=Pour/Pcc, onde Pour é a

poténcia entregue a carga e Pcc € a soma das poténcias CC fornecidas pelas fontes
de tenséo CC.

c) Obter uma expressao para a poténcia média dissipada no transistor Ppiss(V0).
d) Para Vcc=15V e R =14,8kQ, obter o rendimento médio (n) e a Ppiss quando:
d1) Vo=0,25*(Vcc-vee™ );
d2) Vo=0,5*(Vcc-vees™ );
d3) Vo=0,75*(Vce-vees? );

d4) Vo=1*(Vcc-vee™ ).
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Para o estagio amplificador de saida em Classe A, mostrado na Fig. 17, aplica-se uma
fonte de tensdo na entrada (v|) de tal forma a: (I) garantir a operacao do transistor
sempre no modo ativo (nesse caso, assumir validas, para o transistor, as equacgdes:
vee=0,7V e ic=Big); (II) produzir uma tensao de saida senoidal vo=Vo.sen(wt), onde Vo
€ o valor de pico. Considerando que Vcc=15V, I=1mA, R =14kQ, R=500Q e que o
valor de pico da tensdo de saida é ajustavel (assumindo que em saturagdo vce**=0V,
pode-se mostrar que o transistor permanece no modo ativo se 0sVo<14V), pede-se:

a) Obter o rendimento médio (n) e a Ppiss quando:
al) Vo=5V;
a2) Vo=10V;
a3) Vo=14V.
b) Obter as formas de onda para vee(t), ic(t), io(t), vi(t) € poiss=Vce(t).ic(t).
c) Obter uma expressao para o rendimento médio n(Vo)=Poyut/Pcc, onde Poyr € a
poténcia entregue a carga e Pcc € a soma das poténcias CC fornecidas pelas fontes

de tensao CC.

d) Obter uma expressao para a poténcia média dissipada no transistor Ppiss(Vo).
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Para o estagio amplificador de saida em Classe B, mostrado na Fig. 18, aplica-
se uma fonte de tensdo na entrada v,=V,.sen(wt), de tal forma a garantir que
nenhum dos transistores opere em saturacdo (ou seja, o valor de pico V| é
limitado; em particular, pode-se mostrar que nenhum dos transistores saturam
se 0=Vos(Vee-vee™ )V). Assumindo que: (I) para um transistor BJT operando
em modo ativo sejam vdlidas as equacgées: vge=0,7V e ic=Big); (II) para um
transistor BJT operando em corte (se vge<0,7V) sejam validas as equacoes
ic=0 e ig=0, pede-se:

a) Obter as formas de onda para veen(t), Vcep(t), ion(t), ice(t), io(t), Vi(t) € poiss
Q =VCEN(t).iCN(t).

b) Obter uma expressao para o rendimento médio n(Vo)=Pout/Pcc, onde Pour
€ a poténcia entregue a carga e Pcc € a soma das poténcias CC fornecidas
pelas fontes de tensao CC.

c) Obter uma expressao para a poténcia média dissipada nos transistores
Poiss™'(Vo)= Poiss (V0)=1/2*(Pcc-Pour).

Dicas para os itens b) e c): Desprezar a distorcdo de crossover e aproximar um
sinal 2 onda retificada, s(t), de valor de pico igual a S, pela seguinte série de
Fourier truncada na fundamental: s(t)=S/m+S/2.sen(wt).
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